Abkurzungen und Symbole

Symbole
Tabelle B.2: Verwendete Symbole und Einheiten

A - Diodenqualitétsfaktor

Ao [eV] Absorptionskanten der QE-Spektren

a(A) [m™1] Absorptionskoeffizient

B [°] Offnungswinkel der Cantileverspitze

C [F] Kapazitdt zwischen Cantilever und Probe
Cx [Nm] Hamaker-Konstante

Aw [HZ] Frequenzverschiebung im noncontact-AFM
e [AsS] Elementarladung, e = 1.602189 x 10~ 1° As
E [V/m] Elektrische Feldstarke

Eoo [eV] Charakteristische Tunnelenergie

Ea [eV] Ativierungsenergie

Es [eV] Grenzflachenbarriere

Epind [eV] Bindungsenergie

Ec [eV] L age des L eitungsbandminimums

AEc [eV] L eitungsbanddi skonti nui tét

Er [eV] L age des Fermi-Niveaus

EFp.EFn  [€V] Lage der Quasi-Fermi-Niveausim p- bzw. n-Halbleiter
Eg [eV] Energie der Bandllcke

Exin [eV] Kinetische Enbergie

= [eV] Lage des lokalen Vakuumniveaus

Ephoton [eV] Photonenenergie

Ev [eV] L age des Valenzbandmaximums

AEy [eV] Valenzbanddi skontinuitét

BEvac [eV] L age des Vakuumniveaus

Fortsetzung auf der nédchsten Seite
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Fortsetzung von der vorhergehenden Seite

€0 [ASVm]  Dielektrizititskonstante, eg = 8.8542 x 10~ 12 AgVm
€p,n - relative Dielektrizitdtskonstanten des p- bzw. n-Halbleiters
€s [AS/Vm] Dielektrizitdtskonstante des Halbleiters

n [%0] Wirkungsgrad

F [N] Kraft zwischen Cantileverspitze und Probe

Fes [N] Elektrostatischer Beitrag zur Kraft F

FF - Fullfaktor

Fn [N] Normalkraft zwischen Cantileverspitze und Probe
Faw [N] Van der Waals Beitrag zur Kraft F

I(t) [A] Verschiebungsstrom

Is [mW/cm?]  Beleuchtungsintensitét

J [A/m?] Stromdichte

Jo [A/m?] Sperrsittigungsstromdichte

Joh [A/m?] Photostromdichte

Jc [A/m?] Kurzschlussstromdichte

k [N/m] Federkonstante des Cantilevers

kg [JK] Boltzmann-Konstante, kg = 1.38066 x 1023 JK 1
Ket £ [N/m] Effektive Federkonstante des Cantilevers

L [pum] Lange der Cantileverspitze

Lgifs [nm] Diffusionslange

Left [nm] Effektive Sammlungslange

A [nm] WEellenlange

nm (g Effektive Masse des Cantilevers

Nad [em~3] Konzentration der Akzeptoren bzw. Donatoren
Nin [em~2] Grenzfl &chenzustandsdichte

Nss [cm™2] Oberflachenzustandsdichte

n; [em~3] Intrinsische Ladungstragerkonzentration

n, p [em~3] Konzentration freier Elektronen bzw. Locher

D [eV] Austrittsarbeit

Ads [eV] Oberflachendipol

Adin [eV] Grenzflachendipol

o(T) [V] Elektrisches Potential

Qss [Ag] Ladung der Oberfléchenzusténde

Q< [AS] Ladung in der Raumladungszone

QE(A) - Quanteneffizienz

Fortsetzung auf der néchsten Seite
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r

R
Rs,Rp
p(2)
T

T*

[nm]
[m—3s~1]
[©Q]
[em™?]
[K]
[K]
[s]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[V]
[kHZz]
[kHZz]
[kHZz]
[nm]
[nm]
[eV]
[eV]
[nm]

Radius der Cantileverspitzepitze

Rekombinationsrate

Serien- und Paralelwiderstand

Ladungstréagerdichte

Temperatur

Charakteristische Temperatur fir eine Storstellenverteilung
L ebensdauer der Ladungstrager

Spannung

Wechsel spannung zwischen Cantilever und Probe
Kompensationsspannung zwischen Cantilever und Probe
Bandverbiegung

Kontaktpotential

Diffusionsspannung

L eerlaufspannung

Oberfl&chenbandverbiegung

Regel spannungen der Piezoelemente

Erste Resonanzfrequenz des Cantilevers

Zweite Resonanzfrequenz des Cantilevers

Frequenz der Wechsel spannung Ve

Weite der Raumladungszone

Ausdehnung der Raumladungszone in den p- bzw. n-Halbleiter
Elektronenaffinitét

Effektive Elektronenaffinitét

minimaler Spitzen-Proben-Abstand
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Abklrzungen
Tabelle B.3: Verwendete Abkirzungen
AFM Atomic Force Microscopy
AGC Automatic Gain Control
ALD Atomic Layer Deposition
AM Amplituden Modulation
CBD Chemical Bath Deposition
CP Contact Potentia
DH-Test Damp-Heat-Test, Test zur beschleunigten Alterung von Solarzellen
EDX Energy Dispersive X-ray Analysis
EFM Electrostatic Force Microscopy
FM Frequenz Modulation
HOPG Highly Oriented Pyrolytic Graphite
KPFM Kelvin Probe Force Microscopy
LBM L eitungsbandminimum
MFM Magnetic Force Microscopy
PES Photo Electron Spectroscopy
IPES Inverse Photo Electron Spectroscopy
QE Quanteneffizienz
REM Raster Elektronen Mikroskopie
rf radio frequency
RTP Rapid Thermal Process
SCM Scanning Capacitance Microscopy
SCR Space Charge Region
SPM Scanning Probe Microscopy
SPV Surface Photo Voltage
STM Scanning Tunneling Microscopy
TCO Transparent Conductive Oxides
TEM Transmission Electron Microscopy
UHV Ultrahigh Vacuum
UPS Ultraviolet Photoel ectron Spectroscopy
VBM Va enzbandmaximum
XES X-Ray Emission Spectroskopy
XPS X-Ray Photoel ectron Spectroscopy
XRD X-Ray Diffraction
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